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Oсновни параметри за ръчни изчисления на 

MOS транзисторите  
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Определяне на праговото напрежение UTN0 (UTP0)  

и фактора на стръмността Kn (Kp) - 1 
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→ 



Определяне на праговото напрежение UTN0 (UTP0)  

и фактора на стръмността Kn (Kp) - 2 
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Определяне на коефициента на модулация на 

дължината на канала λn (λp) - 1 

5 

   



Определяне на коефициента на модулация на 

дължината на канала λn (λp) - 2 
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Определяне на параметъра на ефекта на 

подложката γn (γp) - 1 
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Определяне на параметъра на ефекта на 

подложката γn (γp) - 2 
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Стойности на основните параметри за ръчни 

изчисления на 0,35μm CMOS транзистори от 

технологията на АМS 
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Основни формули и зависимости, използвани 

при "ръчно" оразмеряване  на CMOS транзистори 
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Постояннотокови зависимости в силна инверсия, 

линейна област 
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Постояннотокови зависимости в силна инверсия, 

област на насищане 
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Променливотокови параметри в силна инверсия, 

област на насищане 
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Постояннотокови зависимости в слаба инверсия, 

област на насищане 
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